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報告書データ / Report

概要（目的・用途・実施
内容）

Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

センサーデバイス等に使われる櫛歯型パターンで、ミクロンからサブミクロン単位
での微細加工が要求されている。また基板材料のSiや光学分野への応用には石英な
ども検討されている。
ハーフミクロン以下のパターンをi線ステッパー露光にて形成する場合、基板の表面
粗さやパーティクルがレジストでのパターン形成にどの程度影響を及ぼすかの検討
を行った。  

実験
Experimental

走査プローブ顕微鏡により、ウェハ表面の粗さを測定した。但し走査領域の広さと
粗さの測定精度は両立はしないので、ウェハ全領域の測定には限界がありサンプリ
ングにより広範囲に観測を行った。その後にi線ステッパー露光によりパターン形成
を行い、SEMにて観測を行った。

結果と考察
Results and Discussion

今回の実験では、ウェハ表面の粗さとステッパー露光によるパターンの切れに関し
ての明確な相関関係は得られてはいない。例えばウェハの表面のうねり等の他の要
因も考慮する必要があると思われ、今後実験の継続を検討するにあたりウェハ評価
の方針策定が必要であると思われる。
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Fig.1 Scanning Probeによるウェハ表面粗さの画像
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Fig.2 ウェハの平均的な表面粗さ
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Fig.3 SEM観測による0.5um以下のレジストパターン
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